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General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without 
notice or liability.  All information is subject to TT Electronics’ own data and is 
considered accurate at time of going to print. 

 

Description: 
The 2N2222AUA (TX, TXV) is a hermeƟcally sealed ceramic surface mount general purpose switching transistor. The four pin 
ceramic package is ideal for designs where board space and device weight are important design consideraƟons. The “UA” 
suffix denotes the 4 terminal leadless chip carrier package, type “A” per MIL‐PRF‐19500/255. 
 
Typical screening per MIL‐PRF‐19500/255. The burn‐in condiƟon is VCB = 30 V. PD = 400 mW, TA = 25°C, t = 80 hrs. Refer to 
MIL‐PRF‐19500/255 for complete requirements. In addiƟon, the TX and TXV versions receive 100% thermal response 
tesƟng. 
 
When ordering parts without processing, do not use the TX or TXV suffix. 
 
Applications: 
 General switching 
 Amplification 
 Signal processing 
 Radio transmission 
 Logic gates 

Features: 
 Ceramic 4 pin surface mount package 
 Small package to minimize circuit board area 
 Hermetically sealed 
 Processed per MIL-PRF-19500/255 
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Absolute Maximum Ratings (TA = 25° C unless otherwise noted)  

Collector‐Base Voltage   75V 

Collector‐EmiƩer Voltage  50V 

EmiƩer‐Base Voltage  6.0V 

Collector Current‐ConƟnuous  800mA 

OperaƟng JuncƟon Temperature (TJ)  ‐65° C to +200 °C 

Storage JuncƟon Temperature (Tstg)  ‐65° C to +200° C 

Power DissipaƟon @ TA = 25°C  0.5 W 

Power DissipaƟon @ Tc = 25° C  1.16 W(1) 

Soldering Temperature (vapor phase reflow for 30 seconds)  215° C 

Soldering Temperature (heated collet for 5 seconds)  260° C 

Electrical Specifications 

Electrical Characteristics (TA = 25° C unless otherwise noted)  

SYMBOL PARAMETER MIN MAX UNITS TEST CONDITIONS 

OFF CHARACTERISTICS  

V(BR)CBO  Collector‐Base Breakdown Voltage  75    V  IC = 10 µA, IE = 0 

V(BR)CEO  Collector‐EmiƩer Breakdown Voltage  50    V  IC = 10 mA, IB = 0 

V(BR)EBO  EmiƩer‐Base Breakdown Voltage  6.0    V  IE = 10 µA, IC = 0 

ICBO   Collector‐Base Cutoff Current  
  10  nA  VCB = 60 V, IE = 0 

  10  µA  VCB = 60 V, IE = 0, TA = 150° C 

IEBO  EmiƩer‐Base Cutoff Current    10  nA  VEB = 4 V, IC = 0 

ICES  Collector EmiƩer Cutoff Current    50  nA  VCE = 50 V 

ON CHARACTERISTICS  

hFE  

50    ‐  VCE = 10 V, IC = 0.1 mA 

75  325  ‐  VCE = 10 V, IC = 1.0 mA 

100    ‐  VCE = 10 V, IC = 10 mA 

100  300  ‐  VCE = 10 V, IC = 150 mA(2) 

30    ‐  VCE = 10 V, IC = 500 mA(2) 

35    ‐  VCE = 10 V, IC = 10 mA, TA = ‐55°C 

Forward‐Current Transfer RaƟo 

Note: 
1. Derate linearly 6.6 mW/°C above 25° C   
2. Pulse Width ≤300 µs, Duty Cycle ≤ 2.0% 
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Electrical Characteristics (TA = 25° C unless otherwise noted)  

SYMBOL PARAMETER MIN MAX UNITS TEST CONDITIONS 

ON CHARACTERISTICS  

VCE (SAT)   Collector‐EmiƩer SaturaƟon Voltage  
  0.3  V  IC = 150 mA, IB= 15 mA(2) 

  1.0  V  IC = 500 mA, IB= 50 mA(2) 

VBE(SAT)  
0.6  1.2  V  IC = 150 mA, IB= 15 mA(2) 

  2.0  V  IC = 500 mA, IB= 50 mA(2) 

SMALL‐SIGNAL CHARACTERISTICS 

|hfe  
Small Signal Forward Current Transfer 
RaƟo 

50    ‐  VCE = 10 V, IC = 1.0 mA, f = 1.0 kHz 

 |hfe  
Small Signal Forward Current Transfer 
RaƟo 

2.5    ‐  VCE = 20 V, IC = 20 mA, f = 100 MHz 

Cobo  Open Circuit Output Capacitance    8.0  pF  VCB = 10 V, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHZ 

Cibo  Input Capacitance (Output Open)    25  pF  VEB = 0.5 V, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHZ 

SWITCHING CHARACTERISTICS 

ton  Turn‐On Time    35  ns  VCC =  30 V, IC = 150 mA, IB1 = 15 mA 

toff  Turn‐Off Time    300  ns  VCC = 30 V, IC = 150 mA, IB1 = IB2 = 15 mA  

Base‐EmiƩer SaturaƟon Voltage  
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
 

 

mailto:info@moschip.ru

